(D Germanium-pnp-Drifttransistor

Der HF-Transistor GF 122 (alte Bezeichnung OC 882) ist ein diffundierter

Ge-pnp-Transistor im = TO-18-Gehfiuse.

Der Einsatz ist vornehmlich in FM-ZF-Verstirkern.

Statische Kennwerte (fir i1, = 25 "C —5 grd)

Kollektorreststrome
—lcpo = 4= ?.5!.!.#;

—lcer = 20<C 100 A

Kollektorbasisspannung

Emitterbasisspannung
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Mittlere Kennlinien
furdg = 259

Mittleres Kennlinlenfeld in Emitterschaltung

Ubergangsfrequenz
fr = 50 = 30 MHz

bei —Ucg=6Y, —Ic =1mA

Abmessungen

Gehiuse = TO 18
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Vierpolwerte in Emitterschaltung
(bel —Urg=6Y, —lgc=1mA, {=10MHz)
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Anwam:lung Die zweikreisigen Bandfilter sind kapazitiv gekoppelt. Die

erforderliche Meutralisation der einzelnen ZF-5tufen ist
rein kapazitiv mit den Kondensatoren C3, Cg und Gy
ausgefiihre.

Der Ratiodetektor ist unsymmetrisch ausgelegt und be-
sitzt mit Ry eine abgleichbare AM-Stérunterdriickung.

FM-ZF-Verstirker des ,,R-110-Vagant*

Der 3stufige ZF-Verstirker ist mit den Transistoren GF122
bestiickt. Diese Transistoren werden im Emitterschaltung

betrieben.
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Stiickliste

Ry = 22 kil Rig = 3,3 kil Cy = 30nF Cyy = 100 pF Cn= 5uF
R! - ],.3 I:ﬂ “.“ - 1 kﬂ 'Cg = 12 nF ng = 100 PF 'l:u = 510 FF
Ri= 1,5 ki} Riz = 3300 Cs = 10pF Cia= 30nF Cpy= 10puF
Ry = 23003 Rz = 15012 Cy = 1pF Cig = 10nF Ly = ZF-Bandfilter
Rs = 22 ki} Ryg = 47001 Cs = 100 pF Cis = 15pF Ly = ZF-Bandfilter
Rg = 3,3 ki) Ris = 5kl Cg = 100 pF Cis = B82pF Ls = Ratiodetektorfilter
Ry = 1,5 ki} Ryg = 18 ki} Cy = 30nF Cizy= 56pF Dy =Dy =1 x OA 647
Rg = 220} Riy = 470 L1 Cg = 11pF Cig= 56pF T1, T2, T3=GF122
Ry = 27 kil Ce = 10nF Cig = 610 pF

Cio= 2pF Capp= 10nF

Kurzwellenvor- und -mischstufe mit dem Transistor GF 122

Die Schaltung ist fiir einen Frequenzbereich von 5,8 bis
15 MHz bemessen.

Die VYorstufe verbessert die Empfindlichkeit und das
Signal-Rausch-Verhidltnis. Sie hat bei f= 10 MHz eine
Spannungsverstirkung ven V, = 3.

Die Mischstufe schwingt mit dem Transistor T 2 in Basis-
schaltung. Flir die Empfangsfrequenz wird T 2 in Emitter-
schaltung betrieben. Der Oszillator und der Zwischen-
frequenzkreis liegen in Reihe am Kollektor des Misch-
transistors.
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7 & 4 w n B 1 W 15 et MM Ri = 10kl Ci = 10pF Cyg = 500 pF
Ra = 100 k] Cz-mPF Cy1 = 400 pF
9 n.a = 200 L1 C:,:n ﬁpF c1:- -“:IPF
Windungen Draht Kern R, = 2k Ci = 500 pF Cus = 500 pF
Ly Vorkreis 2x16 0,35 Culs MB Rs = 1kl Cs = 10pF Cqy = 100 pF
Ly Oszillator 12x 14 0,35 Culs MEBE Rg = 50 k02 Cg = 3I0nF
Ls Rickkopplung 1,5 bifilar 0,2 Cul5s M8 Ry = 200 C; = 10nF T1, T1=GF122
Ly Briicke 1,5 auf Lz 0,2 Cul$s M8 Fg = 1kl Cg = 100 pF
Ls ZF 180 100,05 Litza M5 R = 1ki} Cs= 1nF
Lg Ankopplung 1 100,05 Litze M5 Rig= 1kil



